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Beschreibung 

Leiterbahn-Schichtstruktur und Vorstufe zu dieser 

5 Die Erfindung betrif ft eine Leiterbahn-Schichtstruktur und 
eine Vorstufe fur diesa- 

Zum Anschluss elektronxscher Bauteile wie Halbleiterchips, 
Kondensatoren usw. oder weiterer AnschluBebenen werden haufig 

iO Leiterbahn-Schichtstrukturen verwendet, welche eine Vielzahl 
von Leiterbahnen aufweisen, welche auf einem eXektrisch iso- 
lierenden Trager angeordnet sind, Als Trager konnen flexible 
. Follen Oder auch steife Trager verwandet werden* AuBerdem 
konnen di^ Leiterbahn-Schichtstrukturen zus^tzlich zu den 

15 Leiterbahnen gegebenenf alls weitere AnschluBebenen aufweisen. 
Die Leiterbahnen werden im Verlauf der Herstellung ublicher- 
weise mit einer galvanischen Beschichtung versehen* Ftir diese 
elektrochemische Beschichtung werden die Leiterbahnen einer 
Leiterbahn-'Schichtstruktur-Vorstufe an eine Stromquelle ange- 

20 schlossen und in eine Galvanisationsie^^ung eingetaucht* Nach 
Abschluss der Gaivanisierung tntlssen die Leiterbahn-Stromlei- 
tungen, welche die Leiterbahnen mit der Stromquelle verbxanden 
haben^ durchtrennt werden, um die Leiterbahnen auf der Lei- 
terbahn-Schichtstruktur fUr die spSitere Verwendung elektrisch 

25 gegeneinander zu isolieren. 

Fig. 5a zeigt eine typische Anordnung von Leiterbahnen und 
Leiterbahn-Stromleitungen in einer herkonuulichen Leiterbahn- 
Schichtstruktur-Vorstuf e . Die Leiterbahn-Schichtstruktur-Vpr-* 

30 stufe 1 weist einen elektrisch isolierenden Trager 3 auf, in 
dessen Innenbereich 4 (zwischen den gestrichelten Linien) 
Leiterbahnen 2 ausgebildet sind, FUr die Gaivanisierung sind 
die Leiterbahnen 2 (iber Lei terbahn-S troiuleltungen 7 an Strom- 
leitungen 6 angeschlossen, welche sich in gegenliberliegenden 

35 seitlichen Randbereichen 5 der Leiterbahn-Schichtstruktur- 
Vorstufe 1 befinden* Die Stromleitungen 6 sind wahrend der 
Gaivanisierung mit einer nicht dargestellten Stromquelle ver- 
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bunden. Mit 8 sind Anschlusspads fur Lotkugeln bezeichnet, 
welche 2um Anschluss der Leiterbahnen an eine andere An- 
schlussebene Oder ein elektronisches Bauelement dienen kon- 
nen. 

Im Stand der Technik ist es ublich, mehrere Leiterbahnen 2 
mit einer Leiterbahn-^Stromleitung 7 an eine seitlxche Strom- 
ieitung 6 anzuschiieJien , Ein derartiger gemeinsamer Anschluss 
von Leiterbahnen 2 ist in Fig. 5a ftir die beiden unteren Lei- 
terbahnen dargesteilt. Die Loite,rbahn-StrQialeitiing 7, welche 
an die rechte Stromleitung 6 angeschlossen ist/ verbirLdet zu- 
nachst die beiden unteren Leiterbahnen 2 miteinander und wird 
dann seitlich nach aufien zur Stroiuleitung 6 geftihrt. Nach Ab- 
schluss der Galvanisierung werden die seitlichen Randbereiche 
5 der Leiterbahn-'Schichtstruktur-Vorstuf e 1 durch Wegstan^en 
entfernt. Die elektrische Verbindung der beiden unteren Lei- 
terbahnen bieibt dabei jedoch bestehen, Ftlr die weitere Ver^ 
wendung der Leiterbahn-Schichtstruktur luuss diese elektrische 
Verbindung zwischen den Leiterbahnen unterbrochen werden. 
Dies geschieht auf mechanischem Wegs/ indem eine der Leiter- 
bahnen 2 im Bereich der Sollbruchstelle 9 durchbrochen wird* 

Fig. 5b zeigt die Anordnung gema/i Fig. 5a im Querschnitt ent- 
lang einer der beiden unteren Leiterbahnen. Die Leiterbahn-- 
Schichstruktur ist auf einem elektronischen Bauteil 10 befe- 
stigt. Im Bereich des Bindungsf ensters 11, in welchem die 
Leiterbahn freiliegt, ist die Leiterbahn-Schichstruktur 1 
elektrisch leitend mit einem Bondpad 12 einer Leitungsebene 
13 des elektronischen Bauteiis 10 kontaktiert, Im Bereich des 
Fensters 11 befindet sich auch die Sollbruchstelle 9. Die Fi- 
gur zeigt den Zustand, in welchem die Sollbruchstelle 9 be- 
reits zerstort ist. Voraussetzung fUr das Durchtrennen der 
Leiterbahn im Bereich der Sollbruchstelle 9 ist, dass die 
Sollbruchstelle zur darunter liegenden Ebene einen hinrei- 
chenden Abstand aufweist und der zu durch tr ennende Bereich 
der Leiterbahn eine hinreichende Lange besitzt/ damit die zum 
Durchtrennen erf orderliche Spannung erzeugt werden kann. Ohne 
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einen Mindestabstand der Leiterbahn von der darunter liegen- 
den Ebene im Bereich der Sol Ibruchs telle 9 sowie sine Min- 
destiange der Leiterbahn in diesem Bereich ware eine Durch- 
trennung der Leiterbahn also nicht moglich. Als Folge davon 
5 weisen herkejinmliche Leiterbahn-Schichtstruktur eine grbBere 
Dicke auf als wlinschenswert ware, und der Bereich im die 
Sollbruchstelle niiniut einen relativ grofien Raum auf der Lei- 
terbahn-Schichtstruktur ein. Ein weiterer Nachteil besteht 
darin, dass beim Durchtrennen der Leiterbahnen im Bereich der 
10 Sollbruchstelle auf die Leiterbahn und die umliegende Umge* 
bung der Leiterbahn-Schichtstruktur eine hohe Spannung ausge- 
Ubt wird. Diese kann zur Beschadigung der Leiterbahn- 
Schichtstruktur, speziell der Leiterbahn seibst fUhren. 

IS A u f g a b « der Erfindung ist es deragemail, eine Leiter- 
bahn-Schichtstruktur-Vorstufe und eine Leiterbahn- 
Schichtstruktur anzugeben, welche die beschriebenen Nachteile 
nicht aufweisen, 

20 Die LOsung dieser Aufgabe gelingt luit der Leiterbahn- 

Schichtstruktur-Vorstuf e gein^B Ansprtichen 1 bis 3 sowie der 
Leiterbahn-Schichtstruktur gemSii Anspruch 4. 

In der erf indungsgem^fien Leiterbahn-Schichtstruktur-Vorstuf e 
25 sind die Leiterbahnen, welche auf Ubliche Weise auf einem 

elektrisch isolierenden Trager angeordnet sind, derartig mit 
wenigstens einer Stromleitung verbunden, welche sich in einem 
seitlichen Randbereich der Leiterbahn-Schichtstruktur-Vor- 
stufe befindet, dass jede der Leiterbahnen jeweils mit einer 
30 gesonderten Leiterbahn-Stromleitung an die wenigstens eine 
seitlich verlaufende Stroxaleitung angeschlossen ist* Im Un**- 
terschied zum Stand der Technik sind die Leiterbahnen inner- 
halb des Innenbereichs der Leiterbahn^-Schichtstruktur-Vor- 
stufe gegeneinander elektrisch isoliert. 

3-5 

Diese Anordnung hat den Vorteil, dass im Innenbereich der 
Leiterbahn-Schichtstruktur-Vorstufe nach einem Galvanisie- 
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rungsvorgang keine elektrischen Verbindungen zwischen den 
einzeinen Leiterbahnen unterbrochen warden milssen, Es ist 
vielmehr ausreichend/ wenn die seitlichen Randbereiche,r in 
welchen die Stromleitungen, weiche wahrend des Galvanisati- 
S , orxsvorgangs zxm Anschluss an eine Stromquelle dienen, ange- 
ordnet sind, nach dem Gaivanisieren entfernt werden. Das Ent-- 
fernen der seitlichen Randbereiche kann auf im Stand der 
Technik Ubliche Weise erfolgen, also beispielsweise durch 
Wegstanzen. Weitere MaBnahmen zur elektrischen Isolierung der 

10 Leiterbahnen, weiche nach dem Entfernen der seitlichen Rand- 
bereiche auf der Leiterbahn-Schichtstruktur verbleiben, sind 
nicht erforderlich. Es mtissen also im Innenbereich der Lei- 
terbahn-Schichtstruktur-Vorstufe iiu Bereich der Leiterbahnen 
keine Sollbruchstellen vorgesehen werden, wie dies im Stand 

15 . der Technik ublich war, und ein DurchstoSen der Sollbruch- 
stellen nach der Oalvanisierung entfallt. Da in der erf in- 
dung sgenta Ben Leiterbahn-Schichtstruktur-Vorstuf e Sollbruch- 
stellen nicht notwendig sind/ kann der J^bstand zwischen Lei- 
terbahnen und einer benachbarten Anschlussebene geringer 

20 sein, als dies bei den Leiterbahn-Schichtstruktur-Vorstuf en 
des Standes der Technik m5glich war. Auch der f lachenmafiige 
Verlust, der durch den relativ grofien Platzbedarf der Leiter- 
bahn im Bereich des Bindungsf ensters mit der Sollbruchstelle 
bedingt war^ kann vermieden werden^ Folgesch^den^ wie sie 

25 beim Durchtrennen der Leiterbahnen iiu Bereich der Sollbruch- 
stelle bei den herkttmmlichen Leiterbahn-Schichtstruktur- 
Vorstufen auftraten^ gibt es bei den er f indungsgemafien Lei- 
terbahn-Schichtstruktur^Vorstuf en nicht, 

30 Die Ausbildung der erf indungsgemafien Leiterbahn-Schichtstruk- 
tur-Vorstufe und der aus dieser erhaltlichen Leiterbahn- 
Schichtstruktur kann - abgesehen von der Anordnung der Lei- 
terbahn-Stromleitungen - grunds^tzlich wie beim Stand der 
Technik ublich erfolgen. Die verwendeten Materialien ftlr den 

35 elektrisch isolierenden Trager und die Leiterbahnen sowie die 
sonstigen KortLponenten der Leiterbahn-Schichtstruktur bzw. der 
Leiterbahn-Schichtstruktur-Vorstufe, die Anordnung der ein- 
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zelnen Komponenten usw. kcSnnen also dezn iin Stand der Technik 
Oblichen entsprechen* Bevorzugt wird als elektrisch isolie- 
render Tr^ger eine flexible Kunststof f-Folie verwendet. Die 
Erfindung signet sich jedoch grundsatslich auch fUr Leiter- 
5 platten mit starrem Trager. 

Die stromzuieitung zum Anschluss an eine Stromqxielle kann nur 
in einem der seitlichen Randbereiche der Leiterbahn- 
SChichtstruktur-Vorstufe verlaufen. Alternativ ist es mag- 

10 lich/ raehrere stromzuleitungen in mehreren seitlichen Randbe- 
reichen der Leiterbahn-Schichtstruktur-Vorstuf e anzuordnen, 
Zweckma^ig werden zwei Stromzuleitungen in gagenHberliegenden 
Randbereichen der Leiterbahn-Schichtstruktur-Vorstuf e vorge- 
sehen* Die Leiterbahnen sind dann entweder mit der einen Oder 

15 der anderen der Stromzuleitungen verbunden, wobei die Wahl 

der jeweiligen Stromzuieitung beispielsweise von deia vorhan*- 
denen Platz fUr die von den Leiterbahnen zu den Stroitizulei- 
, tungen verlaufenden Leiterbahn-Stromleitungen bestimmt wird. 
Gegenober der jeweils anderen Stromzuieitung, an welche die 

20 Leiterbahn nicht Uber eine Leiterbahn-Stromleitung ange- 
schlossen ist, ist die Leiterbahn eiektrisch isoliert- 

Die Erfindung soil nachfolgend anhand von Zeichnungen nSher 
eriautert warden. Darin zeigen schematisch 


25 


Fig, 1 


eine Teildrauf sicht auf eine erf indungsgemaBe 
Leiterbahn-Schichtstruktur-Vorstuf e; 


30 


Fig. 2 


einen Querschnitt durch eine erfindungsgemafie 
Leiterbahn-Schichtstruktur-Vorstuf e; 


Fig. 3 


einen Querschnitt durch eine erf indungsgem^Jie 
Leiterbahn-Schichtstruktur-Vorstuf e nach der 
Befestigung auf einem elektronischen Bauteil; 


35 
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Fig. 4 


einen Querschnitt durch eine erf indungsgemai^e 
Leiterbahn-^Schichtstruktur^ welche auf einem 
elektronischen Bauteii befestigt ist; 


5 


Fig. 5a 


eine Leiterbahn-Schichtstruktur-Vorstuf e des 
Standes der Technik in Teildrauf sicht und 


10 


Fig. 5b 


eine Leiterbahn-Schichtstruktur-Vorstuf e des 
Standes der Technik izu Querschnittv auf einem 
elektronischen Bauteil befestigt. 


In fig, 1 ist die Anordnung der Leiterbahnen 2 in einer er- 
f indungsgetn^iien Leiterbahn-Schichtstruktur-Vorstiaf e 1 schema- 


15 zugszeichen wie in Fig* 5 bezoichnet* Die Leiterbahnen 2 ver- 
laufen im Innenbereich 4 auf einem elektrisch isoilerenden 
. Tr^ger 3 . Jede der einzelnen Leiterbahnen 2 ist mit ein^r 
Leiterbahn-Stromleitung 7 verbunden, welche aus dem Innenbe^ 
reich 4 des elektrisch isolierenden TrSgers seitllch nach au- 

20 Sen verlaufen. In gegenOberliegenden seitlichen Randbereichen 
5 des elektrisch isolierenden TrSgers 3 sind die Iieiterbahn* 
Stromieitungeu 7 mit einer der beiden Stromleitungen 6 ver- 
bunden, welche in den seitlichen Kandbereichen 5 verlaufen. 
Die Stromleitungen 6 sind mit einer Stroinquelle verbunden, 

25 welche in der Figur nicht dargesteilt ist. 

Im Onterschied zum Stand der Technik sind die ein^elnen Lei- 
terbahnen 2 der erf indungsgemciaen Leiterbahn-Schichtstruktur- 
Vorstufe 1 im Innenbereich 4 des elektrisch isolierenden TrS- 

30 gers 3 elektrisch voneinander isoliert. Jede einzelne der, 

Leiterbahnen 2 besitzt eine eigene Leiterbahn-Stromleitung 7, 
welche seitlich zu einer der Stromleitungen 6 gefUhrt ist* 
GegenUber der jeweils anderen der Stromleitungen 6 sind die 
Leiterbahnen 2 elektrisch isoliert. Dies ist Fig. 2 z\x ent*^ 

35 nehmenr in der ein Querschnitt entlang einer der Leiterbahnen 
dargesteilt ist. Im rechten Randbereich der Figur ist die 
Leiterbahn 2 durch eine Offnung 14 unterbrochen. 


tisch dargesteilt* Gleiche Komponenten sind mit gleichen Be- 
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Fig. 3 zeigt einen Querschnitt durch eine erf indungsgemaBe 
Leiterbahn-Schichtstruktur-Vorstuf e 1, nachdem diesa auf ei- 
nem. elektronischen Bauteil 10 befestigt und die Leiterbahn 2 
5 mit dem Bondpad 12 der Leitungsebene 13 kontaktiert wurde. 
Der Figur ist zu entuehmen, dass das Sindungsf enster 11 - 
verglichen luit der Anordnung des Standes der Technik/ wie sie 
in Fig. 5b dargesteilt ist - deutlich kleiner ausgebildet 
werden kann. Auch der Abstand zwischen der Leiterbahn 2 und 

10 dem darunter liegenden Bondpad 12 kann erhebiich kleiner sein 
als im Stand der Technik. Dies wird dadurch indglich, dass die 
Leiterbahn 2 ±m Bereich des Fensters 11 in der erf indungsge- 
tnaiSen Anordnung nicht durchtrennt werden muss. Die Mindest- 
l^nge der Leiterbahn sowie der Mindestabstand zum darunter 

15 liegenden Bondpad, wie er im Stand der Technik erforderlich 
war, urn die Leiterbahn in diesem Bereich durchtrennen zu kon- 
nen, werden in der erf indungsgemaBen Anordnung nicht ben5- 
tigt. Die Leiterbahn wird zudem nicht der Belastung ausge- 
setzt, die beim Durchtrennen gem^B dem Stand der Technik auf 

20 sie ausgeUbt wird. Besch^digungen der Leiterbahn und der um- 
liegenden Utngebung k5nnen bei der erf indungsgem^lien Anordnung 
daher vermiedea werden - 

Fig, 4 zeigt die Anordnung einer erf xudungsgemaBen Leiter- 
25 bahn-Schichtstruktur, welche durch Abtrennen der Randbereiche 
5 entlang der gestrichelten Linien aus der Leiterbahn- 
Schichtstruktur-Vorstuf e geiuafi Fig, 1 erhalten wird. Aufierdem 
sind 2ur Kontaktierung einer weiteren Anschlussebene Lotku- 
geln 15 auf die Anschlusspads 8 gesetzt- Das Bindungsf enster 
30 11 ist mit einer Abdeckmasse 16 verschlossen • Das Abtrennen 
der Randbereiche 5 erfolgt zweckmMIiig auf im Stand der Tech^ 
nik tibliche Weise, also beispielsweise durch Wegstanzen* 
Durch die erf indungsgem^Be Ausbiidung der Leiterbahn- 
Schichtstruktur-Vorstuf e 1 konnen die Anbindungen der einzel- 
35 nen Leiterbahnen 2 an die seitlichen Stroiuieitungen 6 in ei- 
nem einzigen Arbei tsschritt unterbrochen werden. Weitere 
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Patentanspruche 

1. Leiterbahn-Schichtstruktur-Vorstuf e (1) mit einer Vielzahl 
5 von Leiterbahnen {2) r welche auf eineia elektrisch isoiieren- 

den Trager (3) luit einem Innenbereich (4) und seitlichezn 
Randbereich (5) angeordnet sind und welche mit wenigstens ei- 
. ner Stromleitung (6), welche im seitlichen Randbereich (5) 
der Leiterbahn-Schichtstruktur-Vorstuf e (1) verlauft, Uber 

10; . Leiterbahn-Stromleitungen (7) verbunden sind, 
dadurch gekennse'ichnet/ 
dass die Leiterbahnen (2) jeweils mit einer gesonderten Lei- 
terbahn-Stromleitung (7) an die wenigstens eine Stromleitung 
(6) angeschlossen sind und die Leiterbahnen (2) innerhalb des 

15 Innenbereichs (4) der Leiterbahn-Schichtstruktur-Vorstuf e (1) 
gegeneinander elektrisch isoliert sind* 

2. Leiterbahn^Schichtstruktur-Vorstuf e gema5 Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

20. dass in zwei gegenUberliegenden Randbereichen (5) jeweils ei- 
ne Stroinzulei tung (6) verlauft und dass die Leiterbahnen (2) 
Uber je eine Leiterbahn-Stromleitung (7) mit einer der Strom^ 
ieitungen (6) verbunden und gegenuber der jeweils anderen 
stromleitung (6) elektrisch isoliert sind* 

25 

3 , Leiterbahn-Schichtstruktur-Vorstuf e gemaB Anspruch 1 oder 
Anspruch 2, 

dadurch gekennzeichnet / 
dass der elektrisch isolierende Trager (3) eine flexible 
30 Kunststof f-Folie ist. 

4, Leiterbahn-Schichtstruktur, erh^ltlich aus der Leiterbahn- 
Schichtstruktur-Vorstuf e gemafi einem der AnsprUche 1 bis 3 
durch Entf ernen, insbesondere Wegstanzen, des seitlichen 

35 Randbereiches (5) oder der seitlichen Randbereiche (5), in 
welchen die wenigstena eine Stromleitung (6) verlauft. 
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Zusamznenf assung 

Leiterbahn-Schichtstruktur und Vorstufe zu dieser 

5 

Die Erfindung betrif ft eine Leiterbahn-Schichtstruktur-Vor- 
/ stufe mit Leiterbahnen, welche auf einem elektrisch isolie- 
renden Tr^ger znit einem Innenbereich und seitlichem Randbe- 
reich angeordnet sind und welche mit wenigstens einer Strom- 

10 leitung/ welche im seitlichen Randbereich veriauft, Uber Lei 
terbahn-Stromleitungen verbunderi sind. Pro Leiterbahn ist je 
weil$ eine Leiterbahn-Stromleitung vorhanden* Die Leiterbah- 
nen sind innerhalb des Inneabereichs der Leiterbahn- 
Schichtstruktur-Vorstuf e gegeneinander elektrisch isoliert, 

15 . Die Erfindung betrif ft weiterhin eine Leiterbahn- 
Schichtstruktur/ welche aus der Leiterbahn-Schichtstruktur-*- 
Vorstufe erhaitlich ist. 


Figur 1 


